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|C4Hg|-GalnsSes asasinda torkiblori 85%-15%, 70%-30% vo 60%-40% uygun olan nanodl¢iilii kompozit
niimunoalor hazirlanmigdir. Hazirlanan niimunolords kontakt-niimunos-kontakt kondinsatorunun tutumu (c),
dielektrik niifuzlugu (s, ', €"), dielektrik itki (D) va elektrik kegiriciliyi (o) 6l¢iilmiisdiir.

Acar sozlar:Sintez, polietilen, yarimkegirici, qurulus, kompozit, nazik tobaqp, tezlik.

Moalumdur ki, kompozit materiallar iki hissodon, disperqatordan vo onlar1 6zlorinda
saxlayan matrisadan ibarotdirlor vo bu hissolorinkompozitdoki torkiblorin ¢oki faizlori
ovvalcadon hesablanir. Orintilordon forqli olaraq kompzit materiallarda torkibo daxil olan
fazalar ayri-ayriliqda 6z xassolorini stabil halda saxlayirlar. Buna baxmayaraq, kompozitlordo
miisahido edilon miixtalif nov effektlorin yaranmasi asason onlar1 togkil edon hissolor, yoni
fazalararas1 sorhodlor olan potensial ¢oparin formalasmasi ilo olagoedardir. Oz ndvbasindo,
kompozitlorde miixtalif xassolorin meydana golmosi fazalararasi sarhadds yaranan potensial
¢oporin parametrlori ayri-ayri fazalarin qurulusundan, elektrofiziki parametrlorindon vo
polimerdoldurucu sorhaddinds bas veron proseslordon ¢ox asilidir.

Bircinsli olmayankompozit materiallarda yilikdasinma prosesini todqiq edon zaman
materialin dielektrik parametrlorinin dispersiyas: (dielektrik itkisi, dielektrik niifuzlugu va.s)
miithlim ohomiyyst kasb edir. Dielektrik niifuzlugunun vo dielektrik itkisinin tezlikdon
asililigi, matrisa ilo dispersiya fazasinin elektrofiziki parametrlori arasindaki miinasibatdon,
homginin onlarin xarici elektrik sahosindoki oriyentasiyasindan asilidir. Fizikanin vo
kimyanin vo digor miixtalif elm saholorindo fiziki vo kimyovi arasdirmalar xeyli todqiqat
islorinin aparilmasina baxmayaraq [9-14] heterogen miihitlordo dielektrik niifuzlugunun
todqigindo miioyyon ¢otinliklor do wvar. Birincisi, ¢oxkomponentli sistemlorin effektiv
parametrlorinin hesablanmasi riyazi ndqteyi nazordon ¢ox ¢atindir vo yalniz miisyyon hallarda
hesablama aparmaq miimkiin olur. Ikincisi, coxkomponentli materiallar1 todqiq edon zaman
doyison elektrik sahosindo geyri-bircins sistemlorin xassosini oks etdiron parametrlorin say1
artir. Homginin kompozitin hondosi qurulusunu, elektrik kegiriciliyini vo dielektrikxassolorini
miioyyonlosdiron parametrlordon basqa, tezlikdon vo zamandan asili olan parametrlor
meydana ¢ixir.

Bunu nozors alaraq bu isdo yeni torkibli vo kristallik qurulusa malikGainsSes ilo PE
(polietilen) asasinda nano Ol¢iilii kompozitdon ibarot nazik tobogolorin alinmasi vo onlarda
tezliyin tosiri ilo bas veron xasso doyisikliklorinin todqiqi sorh edilmisdir. Bunun iiciin
GalnsSes kristallar sintez edilmis, 10 giin orzindo 550°C temperaturunda tablasdiqdan sonra
miuasir D8 difraktometrindo onun qgofes Olgiilori vo simmetriyas: toyin edilmis veo kristal
qurulusu agilmigdir.

Aparilan qurulus todqiqatlart naticasindo miioyyan edilmisdir ki, GalnzSes heksaqonal
sinqoniyada kristallasir vo onun qofos parametrlori: a=7.051 A, c= 19.148 A, foza qrupu P61,
V=824.433A, Z=6.11. Qurulus analizi tohlilindon alinan naticolor osasinda miioyyan
edilmisdir ki, todqiq edilon kristalin qurulusu Se atomlarinin heksaqonal kip yerlosmo qaydasi
osasinda yaranmigdir .
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Qurulusda (3Ga+3In) atomlar1 tetraedrik bosluglarda paylanmiglar. Bu voziyyotdo
atomlararas1 masafalor M-Se 2.44 A toskil edir. Toyin edilmis mosafoloro goro tetraedrlordo
kimyaovi slagonin tobisti ion-kovalent tobiotlidir.

Qurulusda In —atomlarinin osas hissosi triqonal dipiramidalarda beslik koordinasiyada
moskunlasirlar ki, burada da In-Se mosafalori 2.640 A vo2.911 A toskil edir. Qeyd edok ki, In
vo Al atomlart ii¢lin koordinasiya odoadi adston 4 vo 6 olur |5, 7|. Bu cohoto goro GalnsSes
nlimunasine bark mohlul deyil, yeni polimorf faza kimi baxmagq olar.

Novboti etapda sintez edilmis kristaldan vo PE-don ibarot kompazit hazirlanmisdir.
Kompazit onu toskil edon komponentlorin homogen ovuntu qarisiginin isti preslonmasi yolu
ilo alinnmisdir. Kompazit onu toskil edon tarkibi uygun olaraq (20, 30, 40%) CuGalinsSes vo
(80, 70, 60%) PE ibarotdir. Nazik tobogoali kompozit niimunslorin hazirlanmas: iisulu
asagidakindan ibaratdir:

GalnsSes vo PE-don ibarat olan sixta materialini kiirovi farfor doyirmaninda 60mkm vo
daha kicik Ol¢liyadok xirdalanmis, sonra alinmis kiitloni presformaya qoyub asagidaki kimi
isti presloma prosesi aparilmisdir. Texnoloji proses belo olmusdur:

a) avvalco qatisdirilmis sixta P=1MPa tozyiq altinda PE-nin arima temperaturuna (T=160°C)
godor 3daq quzdirilir;

b) sonra tozyiq P=15Mpa-dok yiiksaldilir, orimis sixta 3doq miiddotindo tozyiq altinda
saxlanilir;

¢) aliman nazik tobogo nlimunosi suda boarkitmo yolu ilo soyudulur. Belo soyutma iisulu
zamani toboagolor daha elastik alinir.

Hazirlanmis nazik tobogolorin tokrar rentgenoqrafik todqiqati aparilmis vo miioyon
edilmisdir ki, nlimunods yarimkegirici kristallarinda heg bir qurulus doyisikliyi izlonmir.
Sintez edilmis kompozitin dielektrik parametrlorini todqiq etmak ii¢iin onlardan qalinligi ~170
mkm olan, nanodlg¢iilii tobogalor hazirlanmis vo onlarin har iki lizlorine giimiis pasta ¢akilorak
kondensatorlar hazirlanmisdir. Rogomsal E7-20 immitansi vasitesilo (10%-10° Hs tezlik
intervalinda) T=300 K temperaturunda tutumun C, D- dielektrik itkisinin qiymati
Olciilmiisdiir. Niimunayo 1 V gorginlik verilmisdir.

Dielektrik itkisinin (D), tutumun (c) 6l¢iilmiis qiymatlorino asason dielektrik niifuzlugunun (g)
haqiqi vo xayali hissalari vo niimunanin elektrik keciriciliyinin qiymati asagidaki diisturlarla
hesablanmigdir.
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Burada C- kondensatorun tutumu, D- dielektrik itkisi, €'- dielektrik niifuzlugunun hoqiqi
hissosi, £"- dielektrik niifuzlugunun xayali hissasi, £0=8.85-10712 F/m-dir.
Todgigat niimunslori iizarindoaparilan dl¢iilorin qrafiklori asagidaki sokillords gostorilmisdir:
Saokil 1-don goriindiiyii kimi tezliyin vo torkibds yarimkecirici hisso faizinin artmasi ilo
dielektrik niifuzlugunun giymati artir. Doldurucunun hacmi faizindan asili olaraq kompozitin
dielektrik niifuzlugunun miisahido edilon artimi asagidaki kimi izah oluna bilar. ik ndvbada
yarimkegiricinin dielektrik niifuzlugu polimerin dielektrik niifuzlugundan ¢oxdur. Ona goéro do
kompozitlorin dielektrik niifuzluguna yarimkegiricinin tosiri polimerlora nisbaton daha bdytikdiir.
Ikincisi, yarimkegiricinin hocm faizinin artmast ilo onun hissaciklori bir-biri ilo daha six yerlosir vo
yarmmkegiricinin hissaciklori arasinda polimer tobaqgasinin qalinligt azalir. Bu da 6z ndvbasinde bu
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tobagolordo lokal soviyyalorin yaranmasina, daha dogrusu, bu tobagonin polyarlasmasma, bu da
uygun olaraq, kompozitin dilelektrik niifuzlugunun artmasina sobab olur.
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Sok. 1. Dielektrik niifuzlugunun tezlikdon asililig.
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Sak. 2. Dielektrik itkisinin tezlikdon asililig:.

Sokil 2-do tosvir edilon ayrilordon goriiniir ki, tezliyin artmasi ilo biitiin faizlordo dielektrik
itkisinin qiymati azalir.
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Sak. 3. Elektrik kegiriciliyinin tezlikdon asililig.

Sokil 3-do elektrik kegirmanin tezlik vo tadqiq edilon kompozit niimunolords tezlikden
va torkiblords olan yarimkegirici fazanin faizindon asili olaraq kegiriciliyin artmasi qrafiki
verilmigdir. Tezlikdon asili olaraq dielektrik itkisinin azalmasi (sok.2) onunla izah edilir ki,
tezliyin artmasi ilo yiiklonmis zorrociklor (relaksatorlar) verilmis gorginliyin %4 periodunda
elektrik sahosinin tosiri ilo relaksasiya eds bilmayerok, saho boyunca istigamatlonib
keciriciliyin artmasina sabab olurlar. Basqa so6zlo, tezliyin yarim period miiddati orzinds dipol
vo dipol qruplarmin elektrik sahasi boyunca orientasiya eds bilmomalsloridir.Beloki,
relaksasiya zamani t<<1/2f qiymsatino qodor D- artir, 1/2f<<t sortindo dielektrik itkisinin
qiymati azalir.

Beloliklo do, todgiqatin yekunu olaraq, geyd etmok olar ki, CuGain,Ses+PE torkibdo
hazirlanmis nanodl¢iilii nazik tobaqe kompozitinds yarimkecirici hissonin tezlikdon asili
olaraq, bir sira fiziki parametrlori: elektrik kegciriciliyi, dielektrik niifuzlugu, elektrik itkisi,
kondensatorun tutumu vo elektrikkegirmosi 6l¢iilmiis vo tohlil edilmisdir. Onu da vurgulamaq
lazimdir ki, aparilan todqiqat isindo istifads edilon iisul yiiksok miiqavimatli niimunalords
fiziki 6l¢ii aparmaq {igiin kontakt ¢etinliyi prosesini asanlagdirir.
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3ABUCHMOCTH HEKOTOPBIX DJIEKTPO®U3NYECKHNX
IMMAPAMETPOB OT YACTOTHI B TOHKOIIJIEHOYHOM
KOMIIO3UTE COCTABA CuGalnzSesH[...CsHs...](PE)

NBPATUMOBA C.H.

CuHTe3upoBaH TOHKOIIEHOUHBIH KoMmo3uT cocTaBa CuGalnaSes (30%) u ...CH2-CH»-
CH2-CH2 ...(70%). OmpeneneHbl 3aBUCUMOCTH HEKOTOPBIX (PH3MUECKUX IapamMeTpoB OT
YacTOTHl, TAaKUX Kak: C-eMKOCTh KOHAEHCAaTOpa, JACUCTBUTENbHAsT W MHUMAas YacTU
JUATIEKTPUYECKO TIPOHUIIAEMOCTH £ 1 € .

KiroueBble c10Ba: pEeHTTEHOBCKAs TU(PPAKIUA, CTPYKTYypa,KOMIIO3UT, MOJYNPOBOJHUK, MOJUITHIIEH,
4acTOTa, 3JEKTPOIPOBOIHOCTD, JUIIEKTPUUECKAs IIPOHUIIAEMOCTb.

DEPENDENCE OF SOME ELECTROPHYSICAL
PARAMETERS ON THE FREQUENCY IN A THIN FILM
COMPOSITE OF CuGalnzSes COMPOSITION AND [... CaHs ...] (PE)

IBRAHIMOVAS.I.
Thin film composite of CuGaln,Ses (30%) and ... CH2-CH2-CH2-CH> ... (70%)

composition is synthesized The dependence of some physical parameters on frequency, such
as capacitance c, the real and imaginary parts of the dielectric constant s’and & are obtained.

Keywords: X-ray diffraction, structure, composite, semiconductor, polyethylene, frequency, electrical
conductivity, dielectric penetration.
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